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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a semiconductor wafer from monocrystalline silicon, comprising:
providing a substrate wafer consisting of monocrystalline silicon, which contains interstitial oxygen at a concentration of more than

5x 10" AT/cm? (new ASTM); RTA treating the substrate wafer, including a first thermal treatment of the substrate wafer at a first
temperature within a temperature range of no less than 1200°C and no more than 1260°C for a time period of no less than 5 s and no
more than 30 s while a front side of the substrate wafer is exposed to an atmosphere containing argon, a second thermal treatment of the
substrate wafer at a second temperature within a temperature range of no less than 1150°C and no more than 1190°C for a time period
of no less than 15 s and no more than 20 s while a front side of the substrate wafer is exposed to an

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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atmosphere containing argon and ammonia, and a third thermal treatment of the substrate wafer at a third temperature within a temper-
ature range of no less than 1160°C and no more than 1190°C for a time period of no less than 20 s and no more than 30 s while a front
side of the substrate wafer is exposed to an atmosphere containing argon.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe aus einkristallinem Silizium, umfassend das Bereitstellen

einer Substratscheibe aus einkristallinem Silizium, die interstiticllen Sauerstoff mit einer Konzentration mehr als 5 x 10" AT/cm? (new
ASTM) enthélt; eine RTA-Behandlung der Substratscheibe enthaltend eine erste Wirmebehandlung der Substratscheibe bei einer ers-
ten Temperatur in einem Temperaturbereich von nicht weniger als 1200 °C und nicht mehr als 1260 °C fiir einen Zeitraum von nicht
weniger als 5 s und nicht mehr als 30 s, wobei eine Vorderseite der Substratscheibe einer Atmosphéire enthaltend Argon ausgesetzt
wird, eine zweite Wiarmebehandlung der Substratscheibe bei einer zweiten Temperatur in einem Temperaturbereich von nicht weniger
als 1150 °C und nicht mehr als 1190 °C fiir einen Zeitraum von nicht weniger als 15 s und nicht mehr als 20 s, wobei eine Vorder-
seite der Substratscheibe einer Atmosphére enthaltend Argon und Ammoniak ausgesetzt wird, und eine dritte Warmebehandlung der
Substratscheibe bei einer dritten Temperatur in einem Temperaturbereich von nicht weniger als 1160 °C und nicht mehr als 1190 °C
fiir einen Zeitraum von nicht weniger als 20 s und nicht mehr als 30 s, wobei eine Vorderseite der Substratscheibe einer Atmosphére
enthaltend Argon ausgesetzt wird.



